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Podstawowym za³oøeniem projektantÛw
elektrycznie kasowanych EPROM-Ûw by³o
opracowanie pamiÍci kompatybilnych -
z†punktu widzenia uøytkownikÛw - ze
standardowymi pamiÍciami EPROM dostÍp-
nymi na rynku. Tak wiÍc zachowano stan-
dardowy uk³ad wyprowadzeÒ (na rys.
1†przedstawiono wyprowadzenia uk³adÛw
C512) i†standardow¹ architekturÍ wewnÍtr-
zn¹ (rys. 2). Podobnie, jak w†przypadku
standardowych pamiÍci, pamiÍci firmy
Winbond s¹ wyposaøone w†dwa sygna³y
uruchamiaj¹ce pamiÍÊ: !OE (steruje tylko
trÛjstanowym buforem wyjúciowym) i†!CE
(steruje prac¹ bufora wyjúciowego i†umoø-
liwia prze³¹czenie ca³ej matrycy w†stan ob-
niøonego poboru mocy). Poniewaø sygna³
!OE blokuje tylko bufor wyjúciowy, zaleca
siÍ wykorzystywanie go do aktywacji pa-
miÍci w†systemach o†duøej szybkoúci pra-
cy. Czasy dostÍpu podane w†tab. 1 - jak
moøna zauwaøyÊ, w†stosunku do standar-
dowych EPROM-Ûw bardzo krÛtkie - doty-
cz¹ w³aúnie sytuacji, kiedy dostÍp do da-
nych zaleøy tylko od sygna-
³u !OE (zgodnie z†rys. 3).

Ta krÛtka, wstÍpna cha-
rakterystyka uk³adÛw ofero-
wanych przez firmÍ Win-
bond nie poruszy³a najcie-
kawszego ich aspektu - moø-
liwoúci kasowania zawartoúci
bez koniecznoúci stosowania
lamp UV. OmÛwimy go
w†dalszej czÍúci artyku³u.

Programowanie
i†kasowanie

Jak wynika z†naszych
wczeúniejszych rozwaøaÒ,
standardowy dostÍp do da-
nych w†elektrycznie kasowa-
nych pamiÍciach EPROM
wymaga od strony wspÛ³pra-
cuj¹cego z†ni¹ systemu do-
k³adnie takich samych ope-
racji, jak w†przypadku zwyk-
³ych pamiÍci EPROM. Takøe
programowanie matrycy pa-
miÍciowej przebiega w†spo-
sÛb niemal identyczny z†dos-
konale znanymi na rynku
pamiÍciami EPROM. Na rys.
4 przedstawiony zosta³ jeden
z†zalecanych przez firmÍ
Winbond algorytmÛw progra-
mowania kasowalnych pa-
miÍci - ³atwo zauwaøyÊ, øe
proponowany algorytm jest
zgodny z inteligentnymi al-
gorytmami opisanymi
w†standardach JEDEC. Do za-
programowania pamiÍci nie-
zbÍdne jest dodatkowe na-
piÍcie (oprÛcz zasilania)
o†wartoúci 12V.

Wykasowanie zawartoúci
matrycy pamiÍciowej pre-
zentowanych uk³adÛw pole-
ga - dok³adnie tak samo jak
w†standardowych EPROM-
ach - na przywrÛceniu
wszystkim jej komÛrkom
wysokich stanÛw logicznych.

Tutaj w³aúnie zaznacza siÍ podsta-
wowa rÛønica pomiÍdzy standardowymi
pamiÍciami EPROM i†strukturami opra-
cowanymi przez Winbonda. Zamiast
przez 15..20 minut naúwietlaÊ krzemo-
w¹ strukturÍ promieniowaniem ultrafio-
letowym, moøna skasowaÊ jej zawartoúÊ
w†zaledwie 100ms! Do tego celu jest
niezbÍdny oczywiúcie programator ob-
s³uguj¹cy specjalny algorytm, ktÛry
przedstawiamy na rys. 5 . Pomocny
w†analizie tego algorytmu bÍdzie wykres
czasowy przedstawiony na rys. 6, na
ktÛrym zaznaczone zosta³y takøe proce-
dury odczytu sygnatur okreúlaj¹cych
producenta i†typ uk³adu.

Podsumowanie
Koncepcja wprowadzania na rynek

kasowalnych pamiÍci EPROM, zw³aszcza
wobec faktu szybkiego rozpowszechnia-
nia siÍ pamiÍci typu Flash, nie jest -
przynajmniej na pierwszy rzut oka -
w†pe³ni jasna.

Do najpowaøniejszych s³abych
stron pamiÍci EPROM naleø¹:

koniecznoúÊ kasowania ich zawartoúci
promieniowaniem ultrafioletowym oraz

stosunkowo wysoka cena nowych
elementÛw, wynikaj¹ca g³Ûwnie

z†kosztownych ceramicznych obudÛw
z†ìoczkiemî.

Efektown¹ metodÍ ominiÍcia
wymienionych trudnoúci

zaproponowa³a tajwaÒska firma
Winbond, ktÛra w†roku 1998
wprowadzi³a na rynek pamiÍci
EPROM kasowane elektrycznie.

Elektrycznie kasowane pamięci EPROM

Rys. 4.

Rys. 3.

Rys. 2.

Rys. 1.
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Wyjaúnienie znalaz³em w†skrÛconych
notach prezentuj¹cych proces technolo-
giczny wykorzystywany przez firmÍ Win-
bond do produkcji kasowalnych EPROM-
Ûw. Poniewaø struktury tych uk³adÛw
nie rÛøni¹ siÍ zbytnio od standardo-
wych, moøliwe jest oferowanie tych
uk³adÛw poniøej cen uk³adÛw w†cera-
micznych obudowach z†okienkiem, dziÍ-
ki czemu koszt ich zakupu jest zbliøo-
ny do pamiÍci EPROM-OTP. Tak wiÍc -

Rys. 6.

Rys. 5.

zupe³nie niespodziewanie - na rynku
pojawi³y siÍ nowoczesne wersje
szybkich i†energooszczÍdnych EP-
ROM-Ûw, ktÛre w†wielu aplikacjach
mog¹ konkurowaÊ (g³Ûwnie cen¹)
z†pamiÍciami EEPROM i†Flash.

Czy konstruktorzy zaakceptuj¹
propozycjÍ firmy Winbond? Bior¹c
pod uwagÍ, øe wartoúÊ rynku stan-
dardowych EPROM-Ûw ci¹gle roú-
nie, wydaje siÍ to bardzo prawdo-
podobne.
Piotr Zbysiñski, AVT
piotr.zbysinski@ep.com.pl

Dystrybutorem pamiÍci kasowal-
nych firmy Winbond jest PHU
Marta, tel. (0-71) 783-3067.

Wykaz programatorÛw obs³uguj¹-
cych prezentowane w†artykule pa-
miÍci dostÍpny jest w†Internecie (http://
www.winbond.com/sheet/writer.pdf) oraz
na p³ycie CD-EP07/2000B w†katalogu
\Kasowalne pamiÍci EPROM.

Noty katalogowe kasowalnych pamiÍ-
ci EPROM znajduj¹ siÍ na p³ycie CD-
EP07/2000B (katalog j.w.) oraz w†Inter-
necie - przyk³adowe adresy:

h t t p : / /www .w inbond . c om/ she e t /
w27e512h1.pdf

h t t p : / /www .w inbond . c om/ she e t /
w27c512d1.pdf

h t t p : / /www .w inbond . c om/ she e t /
w27e010.pdf

h t t p : / /www .w inbond . c om/ she e t /
w27e040.pdf

Tab. 1. Zestawienie podstawowych parametrów kasowalnych pamięci EPROM.
Typ układu Pojemność [kB] Organizacja Czas dostępu [ns] Zasilanie [V]

27C512 512 8 x 64kB 70/90/120 5

27E512 512 8 x 64kB 45/55/70/90/120/150 5

27C010 1024 8 x 128kB 70/150 5

27E010 1024 8 x 128kB 45/55/70/90/120 5

27L010 1024 8 x 128kB 90/120 3..3,6

27C020 2048 8 x 256kB 70/90/120 5

27C020M 2048 8 x 256kB 70/90/120 5/3,3 − I/O

27E020 2048 8 x 256kB 70/90/120 5

27E040 4096 8 x 512kB 90/120 5

27C4096 2048 16 x 256kB 120/150 5

27E4096 2048 16 x 256kB 90/120 5

Uwaga!
Różnice pomiędzy układami w wersjach C i E są następujące:
− w wersjach C minimalne napięcie odpowiadające wysokiemu poziomowi logicznemu wynosi 2,2V

zamiast 2,4V − w wersji E,
− tolerancja napięcia zasilania w wersjach C wynosi ±5%, zamiast ±10% − w wersjach E.


